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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 12月 7日 (2006.12.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 一 導 電 型 の 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た シ リ コ ン 酸 化 膜 で な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 こ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て 前 記 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の ゲ ー ト 電 極 直 下 に 位 置 す る チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 両 側 に 形 成 さ れ た 第 二 導
電 型 の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と を 備 え た Ｍ Ｏ Ｓ 型 半 導 体 装 置 に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ が ２ ． ０ ｎ ｍ 以 下 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の ゲ ー ト 長 が ０ ． ３ μ ｍ 以
下 で 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ （ Ｌ ｇ ） と 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ （ Ｔ ox）
の 関 係 が 以 下 の 関 係
　 Ｌ g ≦ １ ０ ( T o x - 2 . 0 2 ) 　 こ の と き Ｌ g の 単 位 は （ μ ｍ ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ oxの 単 位 は （ ｎ ｍ ）
を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ （ Ｌ ｇ ） と 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ （ Ｔ ox） の 関
係 が 以 下 の 関 係
　 Ｌ g ≦ １ ０ ( T o x - 2 . ３ 2 ) 　 こ の と き Ｌ g の 単 位 は （ μ ｍ ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ oxの 単 位 は （ ｎ ｍ ）
を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 第 一 導 電 型 の 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た シ リ コ ン 窒 化 膜 で な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 こ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て 前 記 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の ゲ ー ト 電 極 直 下 に 位 置 す る チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 両 側 に 形 成 さ れ た 第 二 導
電 型 の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と を 備 え た Ｍ Ｏ Ｓ 型 半 導 体 装 置 に お い て 、



　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ が ５ ｎ ｍ 未 満 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の ゲ ー ト 長 が ０ ． ３ μ ｍ 以 下 で
、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ （ Ｌ ｇ ） と 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の シ リ コ ン 酸 化 膜 換
算 厚 さ （ Ｔ ox） の 関 係 が 以 下 の 関 係
　 Ｌ g ≦ １ ０ ( T o x - 2 . 0 2 ) 　 こ の と き Ｌ g の 単 位 は （ μ ｍ ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ oxの 単 位 は （ ｎ ｍ ）
を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 第 一 導 電 型 の 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た シ リ コ ン 酸 化 窒 化 膜 、 ま た は シ リ コ ン 窒 化 膜 と シ リ コ ン 酸
化 膜 の 積 層 膜 で な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 こ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て 前 記 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の ゲ ー ト 電 極 直 下 に 位 置 す る チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 両 側 に 形 成 さ れ た 第 二 導
電 型 の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と を 備 え た Ｍ Ｏ Ｓ 型 半 導 体 装 置 に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ が シ リ コ ン 酸 化 膜 換 算 で ２ ． ５ ｎ ｍ 未 満 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の ゲ
ー ト 長 が ０ ． ３ μ ｍ 以 下 で 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ （ Ｌ ｇ ） と 前 記 ゲ ー ト
絶 縁 膜 の シ リ コ ン 酸 化 膜 換 算 厚 さ （ Ｔ ox） の 関 係 が 以 下 の 関 係
　 Ｌ g ≦ １ ０ ( T o x - 2 . 0 2 ) 　 こ の と き Ｌ g の 単 位 は （ μ ｍ ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ oxの 単 位 は （ ｎ ｍ ）
を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 一 部 に 請 求 項 １ な い し ４ の い ず れ か の 半 導 体 装 置 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 集 積 回
路 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 に か か る 半 導 体 装 置 の 第 １ の 態 様 に よ れ ば 、
　 第 一 導 電 型 の 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た シ リ コ ン 酸 化 膜 で な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 こ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て 前 記 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の ゲ ー ト 電 極 直 下 に 位 置 す る チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 両 側 に 形 成 さ れ た 第 二 導
電 型 の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と を 備 え た Ｍ Ｏ Ｓ 型 半 導 体 装 置 に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ が ２ ． ０ ｎ ｍ 以 下 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の ゲ ー ト 長 が ０ ． ３ μ ｍ 以
下 で 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ （ Ｌ ｇ ） と 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ （ Ｔ ox）
の 関 係 が 以 下 の 関 係
　 Ｌ g ≦ １ ０ ( T o x - 2 . 0 2 ) 　 こ の と き Ｌ g の 単 位 は （ μ ｍ ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ oxの 単 位 は （ ｎ ｍ ）
を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 が 提 供 さ れ る 。
　 本 発 明 に か か る 半 導 体 装 置 の 第 ２ の 態 様 に よ れ ば 、
　 第 一 導 電 型 の 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た シ リ コ ン 窒 化 膜 で な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 こ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て 前 記 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の ゲ ー ト 電 極 直 下 に 位 置 す る チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 両 側 に 形 成 さ れ た 第 二 導
電 型 の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と を 備 え た Ｍ Ｏ Ｓ 型 半 導 体 装 置 に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ が ５ ｎ ｍ 未 満 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の ゲ ー ト 長 が ０ ． ３ μ ｍ 以 下 で
、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ （ Ｌ ｇ ） と 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の シ リ コ ン 酸 化 膜 換
算 厚 さ （ Ｔ ox） の 関 係 が 以 下 の 関 係
　 Ｌ g ≦ １ ０ ( T o x - 2 . 0 2 ) 　 こ の と き Ｌ g の 単 位 は （ μ ｍ ）
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ oxの 単 位 は （ ｎ ｍ ）
を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 が 提 供 さ れ る 。
　 本 発 明 に か か る 半 導 体 装 置 の 第 ３ の 態 様 に よ れ ば 、
　 第 一 導 電 型 の 半 導 体 基 板 と 、
　 該 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た シ リ コ ン 酸 化 窒 化 膜 、 ま た は シ リ コ ン 窒 化 膜 と シ リ コ ン 酸
化 膜 の 積 層 膜 で な る ゲ ー ト 絶 縁 膜 と 、
　 こ の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 介 し て 前 記 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た ゲ ー ト 電 極 と 、
　 該 半 導 体 基 板 の ゲ ー ト 電 極 直 下 に 位 置 す る チ ャ ネ ル 形 成 領 域 の 両 側 に 形 成 さ れ た 第 二 導
電 型 の ソ ー ス ／ ド レ イ ン 領 域 と を 備 え た Ｍ Ｏ Ｓ 型 半 導 体 装 置 に お い て 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ が シ リ コ ン 酸 化 膜 換 算 で ２ ． ５ ｎ ｍ 未 満 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の ゲ
ー ト 長 が ０ ． ３ μ ｍ 以 下 で 、 前 記 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ （ Ｌ ｇ ） と 前 記 ゲ ー ト
絶 縁 膜 の シ リ コ ン 酸 化 膜 換 算 厚 さ （ Ｔ ox） の 関 係 が 以 下 の 関 係
　 Ｌ g ≦ １ ０ ( T o x - 2 . 0 2 ) 　 こ の と き Ｌ g の 単 位 は （ μ ｍ ）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｔ oxの 単 位 は （ ｎ ｍ ）
を 満 足 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 が 提 供 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 　 本 発 明 に よ れ ば 、 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 厚 さ を シ リ コ ン 酸 化 膜 の 場 合 ２ ． ０ ｎ ｍ 以 下 と し 、
シ リ コ ン 窒 化 膜 の 場 合 ５ ． ０ ｎ ｍ 未 満 と し 、 シ リ コ ン 酸 化 窒 化 膜 あ る い は シ リ コ ン 窒 化 膜
と シ リ コ ン 酸 化 膜 の 積 層 膜 の 場 合 シ リ コ ン 酸 化 膜 換 算 で ２ ． ５ ｎ ｍ 未 満 と し 、 ゲ ー ト 長 を
０ ． ３ μ ｍ 以 下 に し 、 ゲ ー ト 電 極 の チ ャ ネ ル 方 向 の 長 さ と ゲ ー ト 絶 縁 膜 の シ リ コ ン 酸 化 膜
換 算 厚 さ を 所 定 の 関 係 を 有 す る よ う に し た こ と に よ り 、 ホ ッ ト キ ャ リ ア ス ト レ ス 下 で の 信
頼 性 が 向 上 す る と と も に 、 ソ ー ス ／ ド レ イ ン 電 極 か ら ゲ ー ト 電 極 へ の ト ン ネ ル 電 流 Ｉ g を
減 少 さ せ る こ と が で き 、 ト ラ ン ジ ス タ 特 性 の 向 上 を 図 る こ と が で き る 。
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